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particularmente pero no exclusivamente a tran s is to re s  de 
a l ta  potencia de a l ta  frecuencia, que comprenden un cuerpo 
o parte de un cuerpo semiconductor principalmente de un 
tipo de conductividad, en que está  situada una región de 
colector de dicho un tipo de conductividad, extendiéndose 
una pluralidad de regiones de emisor difundidas de dicho 
un tipo de conductividad desde una superficie susta^c ia l- 
mente plana del cuerpo o parte de ouerpo y rodeadas dentro 
del cuerpo por una región de base difundida del tipo  de 
conductividad opuesto, terminando la s  junturas emisor-ba­
se y l a  juntura colector-base en dicha una superficie por 
debajo de una capa a is lan te , protectora, adherente, sobre 
dicha una superficie, y contactos óhmicos en aberturas en 
l a  capa a islan te  para l a  pluralidad de regiones de emisor 
y para l a  región de base donde estas regiones se extienden 
hasta  dicha una superfic ie . Tales tran s is to re s  pueden ser 
llamados tran s is to re s  planares de emisor m últiple.

La fabricación de un tra n s is to r  planar de emisor 
múltiple generalmente involucra l a  formación de una capa 
a is lan te , protectora, adherente sobre una superficie plana 
de un cuerpo semiconductor de un tipo  de conductividad, l a  
difusión de un elemento de impureza determinador de un t i ­
po de conductividad que es ca rac te rís tico  del tipo de con­
ductividad opuesto para e l que la  capa a is lan te  es impermea­
ble, en una primera región de superficie del cuerpo expues­
ta  por una primera abertura hecha en la  capa a is lan te , pa­
ra  formar una región de base del tipo  de conductividad opues­
to, la  subsiguiente difusión de un elemento de impureza de­
terminador de un tipo  de conductividad ca rac te rís tico  de
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dicho un tipo  de conductividad, para e l que la  capa a is ­
lante es impermeable, en una pluralidad de segundas partes 
de superficie expuestas por una pluralidad de segundos 
aberturas hechas en l a  capa a is lan te , que son completamen­
te  internas con respecto a l a  primera parte de superficie 
previamente expuesta por la  primera abertura, para formar 
una pluralidad de regiones de emisor de dicho un tipo de 
conductividad completamente internas con respecto a la  re­
gión de base, la  formación de otras aberturas en la  capa 
a islan te  para exponer a l menos l a  pluralidad de regiones 
de emisor y la  región de base donde estas regiones se ex­
tienden hasta la  superficie y l a  deposición de material de 
contacto óhmico en estas otras aberturas. Generalmente du­
rante y/o subsecuentemente a cada etapa de difusión se fo r­
ma una nueva capa a is lan te  en la  abertura respectiva, unién­
dose la  última capa a is lan te  formada en cada caso y siendo 
contigua con la  capa a is lan te  inicialmente presente.

Durante e l funcionamiento de un tran s is to r con 
una excitación de paso de base IB 0 se produce una caída 
de tensión transversal sobre la  región de base asociada 
con e l flu jo  de l a  corriente de base. Si se supone que la  
tensión de emisor externa es aplicada uniformemente sobre 
toda la  juntura emisor-base, e l efecto de la  caída de ten­
sión transversal consiste en reducir la  diferencia de poten­
c ia l aplicado a l a  parte de la  juntura emisor-base situada 
más alejada del contacto de base. Esta parte de la  juntura 
emisor-base es un tran s is to r  planar es la  parte central de 
la  parte de la  juntura emisor-base ubicada paralelamente a 
la  superficie plana. Con una corriente de base en aumento 
se produce una concentración de l a  corriente hacia la  parte
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de la  juntura emisor-base más próxima a l contacto de base.
El efecto de concentración de corriente depende, entre otros 
de la  re s is tiv id ad  de l a  región de base dado que con una 
región de base de re s is tiv id ad  más a l ta  se produoiría una 
caída de tensión transversal mayor para una corriente deter­
minada.

En tran s is to re s  planares e l efecto de concentra­
ción de corriente es una consideración importante cuando 
se desea construir d ispositivos de a l ta  potencia. Para ob­
tener la s  ca rac te rís tica s  deseadas de ta le s  dispositivos 
es necesario, debido a l mencionado efecto de concentración 
tener una re lación grande de p e r ife r ia  a área para e l emi­
sor. Una posib ilidad para obtener una re lación  grande de 
p e rife r ia  a área de emisor consiste en formar una región 
de emisor peiniforme con un conjunto electródico in te rd ig i­
tado para los contactos de base y de emisor. Como a lte rn a­
tiv a  un conjunto electródico in terd ig itado  puede co n s is tir  
en una pluralidadde regiones de emisor situadas paralelamen­
te, de contorno rectangular, que están ínterconootadas por 
los dedos del contacto óhmico de emisor que están in te rd i­
gitados con los dedos del contacto óhmico de base. Otra po­
s ib ilidad  para obtener una relación grande de p e r ife r ia  a 
área de emisor consiste en formar un gran número de regio­
nes de emisor muy pequeñas y adyacentes, por ejemplo de con­
torno c ircu lar, que están interconectadas por una capa me­
tá l ic a  que se extiende en aberturas hechas en l a  capa a is ­
lan te  que exponen la s  regiones de emisor donde e lla s  se ex­
tienden hasta la  superficie y superpuesta sobre la  capa a is ­
lante entre lugares de emisor adyacentes.

La presente invención se re fie re  a tran s is to res343342-  4 -
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plomares de emisor múltiple que tienen ca rac te rís ticas  de 
tensión de ruptura de la  juntura base-colector mejoradas, 
en que e l trazado del contacto de emisor consiste en una 
capa metálica que tiene una p luralidad do dedos conectados 
en común cada uno situado en una abertura en la  capa a is ­
lan te  donde una región de emisor se extiende hasta l a  su­
pe rfic ie , dedos que están in te rd ig ita le s  con una p lu ra li­
dad de dedos conectados en común de mía capa metálica que 
forman un contacto óhmico para la  región de base.

Es conocido un tran s is to r planar en que la  región 
de base consiste de una parte de baja re sis tiv id ad  profun­
damente difundida continua con, y que rodea a una parte de 
re s is tiv id ad  más a l ta  superficialmente difundida dentro de 
la  cual es tá  ubicada mía región de emisor, estando provis­
to e l contacto de base sobre mía parte de la  superficie de 
l a  parte de baja re sis tiv id ad  profundamente difundida. Las 
ventajas de ta l  construcción de la  región de base consis­
ten, entre otras, en la  obtención de una resis tenc ia  serie 
baja de base, r ^ ,  sin  disminuir la  respuesta de frecuencia 
del tra n s is to r .

Es conocido un tran s is to r planar de emisor múl­
tip le  en que una parte de región de base de baja r e s is t iv i ­
dad profundamente difundida forma una estructura de g r i l la  
en e l cuerpo dentro de cuyas partes internas están situadas 
partes de l a  región de base difundidas superficialmente que 
tiene una región de emisor o regiones de emisor en l a  mis­
ma, estando provisto e l contacto de base sobre la  superfi­
cie de l a  estructura de g r i l la  de base de baja resis tiv id ad  
profundamente difundida y consistiendo e l contacto de emi­
sor en 'ina capa metálica que forma mi contacto común para

343342
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una p luralidad de la s  regiones de emisor y superpuesta so­
bre l a  capa a is lan te  entre los lugares de emisor adyacentes. 
Si l a  g r i l l a  profundamente difundida debe tener una profun­
didad desde l a  superficie de por ejemplo 5 micrones, e l  an­
cho de una g r i l l a  sobre la  superficie es necesariamente de 
a l menos 9 micrones, siendo común un ancho de a l menos 
15 micrones, debido a la  difusión de l a  impureza en mía 
dirección la te ra l  en e l cuerpo durante l a  difusión de l a  
misma para formar l a  g r i l la .  Así l a  presencia de la  g r i l l a  
en e l cuerpo sirve como un fac to r lim itador sobre e l  núme­
ro de lugares de emisor que pueden ser formados en un área 
de superficie determinada en un tra n s is to r  de dicha cons­
trucción.

Para obtener una frecuencia de corte elevada en 
un tra n s is to r  planar es deseable tener difusiones de emisor 
y de base muy superfic ia les con anchos de base muy pequeSos, 
esto es que la  difusión de base sea t a l  que la  juntura ba­
se-colector se estiende a una d istancia  desde dicha una su­
p e rfic ie  de como máximo 1 miorón. Se ha encontrado que los 
tran sis to res  que tienen ta le s  profundidades de l a  juntura 
colector-base tienen una tensión de ruptura, de la  juntura 
colector-base baja. La tensión de ruptura de una juntura 
p-n, despreciando lo s efectos de superficie , es determina­
da cuando e l campo.máximo en la  capa de agotamiento asocia­
da con la  juntura excede a l campo de ruptura en e l m aterial 
semiconductor. El campo máximo en l a  capa de agotamiento 
se obtiene resolviendo l a  ecuación de Poisson que re fie re  
la  tensión 'a  l a  carga en la  capa de agotamiento. La ecua­
ción de Pisson es re su e lta  en general para e l caso de l a  
dimensión del cuerpo semiconductor que se extiende normal-
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mente a l plano de la  superficie del cuerpo en que ha sido 
difundido un elemento de impureza para formar la  juntura 
p-n. En e l caso de una juntura p-n formada difundiendo un 
elemento de impureza en una parte de superficie expuesta 
de una superficie plana de un cuerpo semiconductor que tie-í? 
ne una capa a is lan te , protectora, adherente, sobre la  su­
perfic ie , ta l  que e l borde de l a  juntura termina en dicha 
una superficie debajo de dicha capa a is lan te , dicha solu­
ción dimensional no es una buena aproximación en e l borde 
de l a  juntura. Por lo  tanto l a  ecuación debe ser resu cita  
en coordenadas polares. Esta solución muestra una tensión 
de ruptura in fe rio r en la s  partes curvadas de la  juntura, 
siendo l a  tensión de ruptura tanto mas pequeña cuando mayor 
es l a  curvatura. En tran sis to res  planares de s il ic io  n-p-n, 
se han hecho mediciones de l a  tensión de ruptura BV̂ ^Q de 
la  juntura base-colector con e l emisor conectado en c ircu i­
to abierto como una función del radio r  de l a  curvatura 
de l a  parte de borde de la  juntura que está  ubicada entre
la  superficie y la  parte adyacente de la  juntura que se 
extiende paralelamente a la  superficie . Con un cuerpo de 
s il ic io  de una re sis tiv id ad  de 1 ohm.cm con un valor t í p i ­
co de BVggQ con r  igual a 0,5 micrones es 35 vo ltios mien­
tra s  que con r  igual a 2,0 micrones BVg^ es de 55 vo lts , 
valores correspondientes para los mismos valores de r  pa­
ra  s i l ic io  de 2,5 ohm.cm son 4-0 v o lts , y 70 vo lts , respec­
tivamente. Los efectos de superficie que son sustancial­
mente independientes de r  no son tomados en cuenta.

Un objeto de l a  invención consiste en proveer un 
tra n s is to r  planar de emisor múltiple que tiene mía profun­
didad de la  juntura colector-base de como máximo 1 miorón

-  7 -
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en la  región activa del tra n s is to r , en que la  tensión de 
ruptura BV da l a  juntura colector-base es más a l ta  que l a  
que que normalmente e s ta r ía  asociada con ta le s  profundida­
des de juntura y en que la  re s is te n c ia  en serie de base 
r ^ ,  es mantenida suficientemente baja s in  la  provisión de 
una g r i l la  de base profundamente difundida de baja re s is ­
tencia entre la s  ubicaciones del emisor.

De acuerdo con l a  invención un tra n s is to r  com­
prende un cuerpo o parte de cuerpo semiconductor p rincipa l­
mente de un tipo de conductividad en que es tá  situada una 
región de colector de dicho un tipo de conductividad, una 
pluralidad de regiones de emisor difundidas de dicho un 
tipo de conductividad que se extiende desde una superficie 
substancialmente plana del cuerpo o parte del cuerpo y ro­
deadas dentro del cuerpo o parte del cuerpo por una parte 
de región de base in terna difundida de tipo de conductivi­
dad opuesto que es adyacente y es tá  rodeada dentro del cuer­
po o parte del cuerpo por una p e r ife r ia  más profundamente 
difundida del tipo de conductividad opuesto, terminando la s  
junturas emisor-base y la  parte de l a  juntura base-colector 
entre la  parte p e rifé rica  y la  región de colector en dicha 
una superficie por debajo de una capa a is lan te  protectora 
adherente sobre dicha una superficie, estando ubicada la  
parte de la  juntura base-colector entre l a  parte de región 
de base in terna y la  región de colector, substancialmente 
en paralelo  con dicha una superficie a una d istancia de la  
misma de como máximo 1 micrón, estando ubicada l a  parte que 
se extiende para le la  de la  juntura base-colector entre la  
mencionada parte de región de base p e rifé ric a  y l a  región 
de colector, a una d istancia  de dic* "* *e de a l

826.10.67
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menos 2 miorones, consistiendo un contacto óptico para la s  
regiones de emisor en ana capa metálica que tiene una plu­
ra lidad  t& dedos cada uno de los cuales está  situado en una 
abertura en la  capa a islan te  donde una región de emisor se 
extiende hasta dicha una superficie y extendiéndose en los 
demás sobre la  capa a islan te  en un contacto común con los 
otros dedos, y un contacto ópmioo para la  parte de reglón 
de base in terna que consiste en una capa metálica que t ie ­
ne mía pluralidad de dedos situados en una abertura o aber­
turas en la  capa a is lan te  donde la  parte de región de base 
in terna se extiende hasta dicha una superficie, e in te rd i­
gitados con los dedos de la  capa metálica delcontacto de 
emisor.

En ta l  dispositivo, la  provisión de la  parte peri­
fé ric a  difundida más profundamente del tipo de conductivi­
dad opuesto de base produce un valor suficientemente
elevado y estando situado e l contacto de base sobre la  su­
perfic ie  de la  parte de la  región de base interna en una 
re lación in te rd ig ita l con el contacto de emisor, se provee 
un valor de r ^ ,  suficientemente bajo. La parte p e rifé rica  
más profundamente difundida aumenta efectivamente a l mencio­
nado valor r  donde la  parte de juntura base-colector entre 
l a  parte p e rifé rica  y la  región de colector termina en d i­
cha una superficie y por lo tanto provee un valor más a l ta  
de BV cBO que el que se obtendría de un tran s is to r de la s  
mencionadas profundidades de la  juntura base-colector que 
tiene una única parte de región de base. Además dado que 
e l contacto de bas es tá  provisto sobre la  superficie de la  
parte de región de base interna, la  re sis tiv id ad  de la  par­
te p e rifé rica  profundamente difundida no es c r ít ic a .343342

2J.1o.57 -  9 -
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Una fortna preferida de un tra n s is to r  de acnerdo 
con la  invención comprende una pluralidad de regiones de 
emisor que se extienden paralelamente de área de superfi­
cie substancialmente rectangular, estando situados lo s  de­
dos del contacto de emisor en aberturas substancialmente 
rectangulares en l a  capa a islan te  donde la s  regiones de emi­
sor se extienden hasta dicha una superficie y estando s i­
tuados lo s  dedos del contacto de base en aberturas substan­
cialmente rectangulares de l a  capa a is lan te  donde la  parte 
de región de base in terna se extiende hasta una superficie
entre la s  regiones de emisor.

La separación sobre dicha una superficie de bor­
des adyacentes de un dedo de contacto de base y una región 
de emisor puede ser como máximo de 3 micrones.

En un tra n s is to r  de acuerdo con l a  invención l a  
pluralidad de lo s dedos de contacto de emisor y de base 
puede ser subdividida en una p luralidad de unidades separa­
das cada una de la s  cuales tiene una parte de contacto de 
gran área situada sobre l a  capaaislante conectada a la  plu­
ra lidad  de los dedos del contacto de emisor de una unidad 
y una parte de contacto de gran área situada sobre l a  a is ­
lan te  conectada a la  p luralidad de dedos de contacto de ba­
se in terd ig itados de dicha unidad.

La parte de región de base in terna puede compren­
der una pluralidad de primeras partes de región de base de 
a l ta  re s is tiv id ad  cada una de la s  cuales es tá  ubicada por 
debajo de una parte central de la  parte de una juntura emi­
sor-base susbtancialmente para le la  a dicha una superficie 
y una segunda parte de región de base de menor re s is tiv id ad  
que rodea a la s  primeras partes de región de base de a l ta

3 4 3 3 4 226.10.67 -  10 -
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resis tiv id ad  que está  ubicada debajo de las  partes exter­
nas de la s  partes de la  juntura emisor-base que está  ubi­
cada substancialmente para le la  a dicha una superficie y se 
extiende hasta dicha una superficie que tiene e l contacto 
ohmico previsto sobre la  misma. La so lic itan te  ha desarro­
llado un tran s is to r que comprende un cuerpo o parte de 
cuerpo semiconductor principalmente de un tipo de conduc­
tividad en que está  situada una región de colector de dicho 
un tipo de conductividad,, una región de emisor difundida 
de dicho un tipo de conductividad que se extiende desde una 
superficie substancialmente plana del cuerpo o parte del 
cuerpo y rodeada dentro del cuerpo o parte del cuerpo por 
una región de base difundida del tipo de conductividad 
opuesto, teniendo l a  juntura emisor-base una primera parte 
situada substancialmente paralela a dicha una superficie 
y una segunda parte adyacente que se extiende hasta dicha 
una superficie, una primera parte de a l ta  re sis tiv id ad  de 
la  región de base ubicada debajo de una parte central de 
dicha primera parte de l a  juntura emisor-base, una segunda 
parte adyacente, externas, de menor re sis tiv id ad  de la  re­
gión de base que se extiende por debajo de una parte exter­
na adyacente de dicha primera parte de l a  juntura emisor- 
base y se extiende hasta dicha una superficie, una capa 
a is lan te , protectora, adherente sobre dicha una superficie 
y contactos óhmicos en aberturas en la  capa aislan te  para 
l a  región de emisor y para la  segunda parte de menor re s is ­
tiv idad de l a  región de base donde estas regiones se extien­
den hasta dicha una superfic ie .

En un tran s is to r de acuerdo con l a  invención e l 
cuerpo o parte de cuerpo semiconductor puede ser de s il ic io .
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La capa protectora a is lan te  adherents puede ser de óxido 
de s i l ic io  o n itru ro  de s i l ic io .

A continuación se describirán realizaciones de 
la  invención, a t í tu lo  de ejemplo, con referencia a los 
dibujos esquemáticos que se acompasan, en que:

Las figuras 1 a 10 ilu s tra n  l a  fabricación de 
un tra n s is to r  planar de s i l ic io  n-p-n de emisor múltiple, 
de acuerdo con l a  invención; cada una de la s  figuras 1 y. 2, 
figuras 3 y 4, figuras 5 y 6, figuras 7 y 8 muestra un cor­
te horizontal tomado justamente por debajo de l a  superfi­
cie de parte del cuerpo semiconductor y un corte v e rtic a l 
a través de parte del cuerpo semiconductor, respectivamen­
te  durante etapas sucesivas en l a  fabricación del tra n s is ­
to r; la s  figuras 9 y 10 muestran una v is ta  en planta y en 
corte v e rtica l respectivamente de partes de un cuerpo semi­
conductor en una etapa subsiguiente de la  fabricación; y 
la  fig u ra  11 muestra una v is ta  en plan ta de parte de un 
cuerpo semiconductor de otro tra n s is to r  planar de s i l ic io  
n-p-n de emisor múltople de acuerdo con l a  invención.

Inicialmente se describ irá  e l  tra n s is to r  mostra­
do en la s  figuras 9 y 10, seguido por una descripción deta­
lla d a  de la  fabricación de este tra n s is to r  con referencia  
a la s  figuras 1 a 10, posteriorcante se describ irá  breve­
mente e l tra n s is to r  mostrado en la  fig u ra  1 1 .

El tra n s is to r  mostrado en la s  figuras 9 ylO es 
un tra n s is to r  planar ep itax ia l de s i l ic io  n-p-n que tiene 
una estructu ra  electród ica in te rd ig itad a . El tra n s is to r  com­
prende un cuerpo de s i l ic io  21 de tipo n 4- 700 micrones x 
125 micrones de espesor de una re s is tiv id ad  de 0,1 ohm-cm 
que tiene una capa ep itax ia l 22 de tipo n sobre e l mismo,

.. 343342
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de 7 micrones de espesor y de una re sis tiv id ad  de 2,0 ohm/

mos/cm3. La capa ep itax ia l 22 tiene una superficie plana 
23 sobre la  cual es tá  provista una capa a islan te , protec­
tora, adherente de óxido de s i l ic io  que tiene partes 24,
25, 27 y 28. Desde l a  superficie 23 hacia l a  capa ep ita­
x ia l se extienden cuatro regiones de emisor separadas 29 

de tipo n cada una de la s  cuales tiene una sección rectan­
gular de un área de superficie de aproximadamente 9 micro­
nes x 36 micrones que tienen una separación entre bordes 
adyacentes de aproximadamente 11 micrones. Las regiones de 
emisor 29 están rodeadas dentro del cuerpo por una región 
de base de tipo u y cada juntura emisor-base tiene una 
primera parte 30 que se extiende paralelamente a l a  super­
f ic ie  23 a una d istancia de la  misma de 0,35 micrones y 
una segunda parte 31 adyacente que se extiende hasta la  su­
perfic ie  28 por debajo de una parte 27 de la  capa a is lan te . 
La región de base comprende una parte p e rifé rica  32 de con­
ductividad de tipo  ]3, que es designada por P. La juntura 
p-n entre la  parte p e rifé rica  de l a  región de base 32 y l a  
región de colector de tipo n en la  capa ep itax ia l 22 tiene 
una parte 33 que se extiende paralelamente a l a  superficie 
23 a una d istancia de la  misma de aproximadamente 2 micro­
nes y una parte adyacente 34 que se extiende hasta la  su­
pe rfic ie  23 por debajo de la  parte 24 de la  capa aislarte.
La parte p e rifé rica  32 de la  región de base es de contorno 
rectangular, estando mostrada l a  parte 34 de la  juntura en 
lin eas punteadas en la  figura  9. La que tiene dimensiones 
externas de aproximadamente114 micrones x 72 micrones y 
dimensiones internas de aproximadamente 82 micrones x 48

cm-',¡3, que tiene una concentración de donor de 2 x 1015 áto­

-  13
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miorones, siendo e l ancho de l a  parte p e rifé rica  32 de la  
región de base en e l corte de la  fig u ra  10 de aproximadamen­
te 16 miorones. La concentración su p erfic ia l de aceptor de 
l a  parte 32 de aproximadamente 2 x 1019 átomos/cm3. El re s ­
to de l a  región de base es tá  situada dentro de l a  parte 32 

con una parte 35 de l a  juntura base-colector extendiéndose 
paralelamente a la  superficie 23, a una d istancia  de la  
misma de 0,6 micrones. La región de base comprende además 
cuatro primeras partes 36 de a lte re s is tiv id ad , cada una 
de la s  cuales es designada por y es tá  ubicada debajo 
de una porción central de l a  parte 30 de una juntura emisor- 
base, y una segunda parte 37 de menor re s is tiv id ad  que ro­
dea a l a  primera parte 36 de a lte re s is tiv id ad , ubicada de­
bajo de la s  porciones externas de la s  partes 30 de la s  jun­
turas emisor-base y que se extiende hasta  l a  superficie 23. 
La segunda parte 27 de menor re sis tiv id ad  es designada por 
P„ La región de base comprende también o tras cinco partes 
38 de a l ta  resis tiv id ad , cada una de area rectancular y 
designadas también por P .̂La concentración superfic ia l de 
aceptor de la  parte 37 de la  regíonde bas es de aproximada­
mente 10^  átomos/cm3 y la  concentración de aceptor en l a  
parte 27 de l a  región de base a una profundidad de l a  super­
f ic ie  de 0,25 micrones, a lo s  lados de la s  regiones de emi­
sor, esto  es a l a  misma profundiad que la  parte 30 de l a  
juntura emisor-base es de 2 x 10^  átomos/cm^ mientras que 
l a  concentración de aceptor en l a  parte externa de la  par­
te 30 de la  juntura emisor-base es a l menos 10*18 átomos/ 
cm3. La concentración de aceptor en l a  primera parte 36 de 
l a  región de base de a l ta  re s is tiv id ad  a una profundidad 
de 0,35 alerones desde Is  superficieesto  es en l a  ubicación



de l a  porción cen tra l de l a  parte 30 de l a  juntura emisor- 
base, es de 6 x 1016 átomos/cm3. La concentración superfi­
c ia l de donor de la s  regiones de emisor es de 1 x 10^1 á-
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tomos/cm3. Cada primera parte 36 de a l ta  re sis tiv id ad  de 
l a  región de base ubicada debajo de la  porción central 30 

de la  juntura emisor-base es de área rectangular y tiene 
una dimensión de aproximadamente 5 micrones x 32 miorones. 
La segunda parte 37 de menor re sis tiv id ad  de la  región de 
base es tá  ubicada debajo de una porción externa de la  par­
te 30 de cada juntura emisor-base que tiene una longitud 
justamente in fe rio r a 2 micrones en todos los lados de la  
parte cen tra l. Sobre la  superficie23 y sobre la  superfi­
cie de la s  partes de l a  capa a islan te  (24, 25, 27 y 28) 
está  provisto mi conjmito electródico interdigitado que 
consiste en un trazado de contacto emisor interdigitado 
con un trazado de contacto de base. El trazado de contac­
to emisor tiene, cuatro dedos uno de los cuales consiste 
en una capa de aluminio 40 de 0,3 micrones de espesor s i­
tuada en una abertura rectangular de 5 micrones x 32 micro­
nes en la  parte 28 de l a  capa a is lan te  que expone mía re­
gión de emisor donde e l la  se extiende hasta la  superficie 
extendiéndose l a  capa 40, en lo  demás, sobre la s  partes 
de l a  capa is lan te  (28,27,25,24) hasta mía superficie de 
unión 41de gran área del contacto de emisor. El trazado 
del contacto de base tiene cinco dedos cada uno de los cua­
le s  consiste en una capa de aluminio 43 de 0,3 micrones s i ­
tuados en una abertura rectangular de 5 miernnes x 36 micro­
nes en l a  parte 26 de l a  capa a is lan te  que expone l a  segun­
da parte 37 de baja resis tiv id ad  de la  región de base don­
de e l la  se extiende hasta l a  superficie, extendiéndose l a
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capa 43 en los demás sobre la s  partes de l a  capa a islan te  
(27, 25, 24)) hasta una superficie de unión 44 de gran á- 
rea del contacto de base. Los tre s  dedos internos del con­
tacto de base están simétricamente dispuestos entre lo s  de­
dos del contacto de emisor y l a  separación de lo s  bordes 
de la s  partes que se extienden paralelamente de la s  capas 
40 y 43 es de aproximadamente 5 micrones. Similarmente lo s  
dos dedos externos del contacto de base están situados con 
una separación de lo s  bordes de la s  partes que se extienden 
parale las de la s  capas 40 y 43 de aproximadamente 5 micro­
nes. El cuerpo semiconductor tiene un contacto òhmico de 
gran área (no mostrado) para l a  región de colector sobre 
la  superficie del substrato 21 n 4- alejado de l a  superficie 
23 de l a  capa ep itax ia l, siendo montado e l substrato 21 so­
bre una parte de cabezal de una envolutra. Conductores co­
no atores se extienden entre los term inales sobre e l cabezal 
y la s  superficies de unión 41 y 43 del contacto de emisor 
y de base, respectivamente, estando lo s  conductores unidos 
a los mismos por termocompresión.

A continuación se describ irá  l a  fabricación del 
tran s is to r  mostrado en la s  figuras 9 y 10 con referencia 
a la s  figuras 1 a 10.

La fabricación parte de una rebanada de 2,5 cm 
de diámetro de un s i l ic io  tipo  n 4- de baja re s is tiv id ad  ( 
0,01 ohm-cm), que tiene una capa ep itax ia l de tipo n de ma­
yor re s is tiv id ad  (2,0 ohm-cm) de 7 micrones de espesor so­
bre l a  misma, en que fósforo es e l elemento donor en una 
concentración substancialmente uniforme de 2,0 x 10^5 á to - 
mos/cm3. La superficie de la  capa ep itax ia l es preparada 
de modo que tiene una estructura  c r is ta lin a  lib re  de danos343342

26.10.67 -  16 -
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y una terminación ópticamente plana. Siendo e l material de 
partida  una rebanada de 2,5 cta. de diámetro con una capa 
ep itax ia l sobre la  misma, se obtendrá una pluralidad de 
tran sis to res  llevando a la  p rác tica  la s  etapas subsiguien­
te en l a  fabricación, usando máscaras ópticas adecuadas de 
modo que se forma una pluralidad de elementos tran sis to res  
individuales sobre la  rebanada única, que posteriormente 
son separados subdiviendo la  rebanada, por e l método que 
se describ irá  a continuación con referencia  a la  formación 
de un elemento tra n s is to r  individual sobre l a  rebanada, su­
poniéndose que donde se mencionan etapas de enmascaramien­
to, mordentado, difusión y etapas asociadas, la s  mismas 
son simultáneamente realizadas para cada elemento tran s is ­
to r  individual sobre l a  rebanada, antes de l a  eventual sub­
div isión  de l a  misma.

Una capa a is lan te  24 de 0,5 alerones de espesor 
de óxido de s il ic io  es hecha crecer sobre l a  superficie 
preparada de la  capa ep itac ia l calentando el cuerpo de s i ­
l ic io  (21,22) a 115030 durante 50 minutos en una atmósfera 
de oxígeno húmedo y posteriormente a la  misma temperatura 
durante 15 minutos en una atmósfera de oxígeno seco.

Una capa de r e s is t  fotosensible que consiste en 
un m aterial comercialmente disponible como KTEH (Resist 
Kodak de pelícu la  delgada) es aplicada a la  superficie de 
l a  capa de óxido de s i l ic io  34. Con l a  ayuda de una másca­
ra  óptica l a  capa de fo to re s is t es expuesta de modo que un 
área de dimensiones externas de 110 micrones x 68 micrones 
y dimensiones internas de 86 micrones x 52 micrones es blin­
dada contra la  radiación incidente. La parte no expuesta 
de la  capa de re s is t  es eliminada con un reveldor de modo34334226 .1o .67 -  17 -
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que se forma una abertura de dichas dimensiones en l a  es 
capa de r e s i s t .  La parte subyacente de l a  capa de óxido de 
s il ic io  24 expuesta por la  abertura en l a  capa de r e s is t  
es mordentada con un flu ido que consiste en floururo de h i-  - 
drógeno y fluoruro de monio y e l mordentado se re a liz a  has­
ta  que se forma una abertura correspondiente en l a  capa de 
óxido de s i l ic io  24 para exponer l a  parte de superficie de 
l a  capa ep itax ia l de s i l ic io .  Las partes restan tes de la  
capa de fo to re s is t son luego eliminadas hirviendo en una 
mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico .

El cuerpo de s i l ic io  es colocado en un horno de 
difusión del tipo de tubo abierto que tiene una parte de 
diámetro aumentado en e l  extremo de entrada dentro del hor­
no y contiene una capa de vidrio de trióx ido  de boro. La 
capa de vidrio de trióxido actúa como una fuente de boro 
para l a  difusión sobre l a  porción de superficie expuesta.
La difusión de boro es un proceso de dos etapas y consiste 
en una etapa de deposición seguida por una as í llamada e ta­
pa de introducción. La deposición se efectúa calentando e l 
tubo y sus contenidos a 9003C durante dos horas con un f lu ­
jo de nitrógeno seco sobre e l  v idrio  de trióx ido de boro 
y luego sobre e l  cuerpo de s i l ic io .  Esto produce l a  deposi­
ción de un vidrio de trióxido de boro sobre la  parte de su­
p e rfic ie  expuesta del s i l ic io  dentro de l a  abertura en la  
capa a is lan te  24. La etapa de introducción siguiente se e- 
fectúa calentando e l tubo y sus contenidos a 118030 durante 
20 minutos con un flu jo  de oxígeno seco sobre e l cuerpo,
Este proceso* de difusión de boro en dos etapas de lugar a 
l a  formación de una parte p e rifé rica  32 de' -la región de ba­
se (figura 1 y 2 ) en que l a  juntura p-n entre l a  parte 32

3433422 u .10.67 -  :18 -
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y la  capa ep itax ia l tipo n 22, tiene ana parte 33 qu.e se 
extiende paralelamente a la  saperficie 23 a ana profundi­
dad de la  misma de aproximadamente 2 'miorones y una parte 
adyacente 34, mostrada por la  lín ea  de puntos y rayas dn 
la  figura  2, que se extiende hasta la  saperficie 23 por de­
bajo de la  capa Re óxido de s il ic io  24. La concentración 
superfic ia l de boro es de aproximadamente 2 x 10*19 átomos/ 
cm3. Durante este proceso una parte 25 de la  capa a islan ­
te  de aproximadamente 0,15 miorones de espesor y que con­
s is te  en un vidrio de s ilic a to  de boro, se forma sobre la  
parte de superficie expuesta del s i l ic io  en l a  abertura 
en l a  capa de óxido de s i l ic io  24. El espesor de la  parte 
24 de l a  capa a is lan te  es aumentado también en un grado 
ligero  por la  adición de una capa delgada de un vidrio de 
s ilic a to  de boro.

El cuerpo de s i l ic io  es re tirad o  del horno de d i­
fusión y una nueva capa de re s is t  fotosensible de KTFR es 
aplicada a l a  superficie . La capa es expuesta con la  ayuda 
de una máscara óptica de modo que un área rectangular de 
100 micrones x 60 micrones que está  asimétricamente dispues­
ta  dentro de la  p e rife r ia  externa del área ocupada por l a  
abertura previamente formada, es blindada contra la  radia­
ción incidente. La parte no expuesta de la  capa es elimina­
da con un revelador de modo que se forma una abertura rec­
tangular de 100 micrones x 60 micrones en l a  capa de fo to - 
r e s i s t .  Se re a lisa  e l mordentado con e l mordente preceden­
temente mencionado para formar mía abertura correspondien­
te en l a  parte de l a  capa a is lan te  (24, 25) y exponer una 
parte de superficie de s il ic io  de área correspondiente.

B1 cuerpo de colocado en un horno de difusión del

„o J J J *T 6.
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tipo  de tubo abierto  que tiene una fuente de boro de un v i­
drio de trióxido de boro como se ha descrito  precedentemen­
te . Se re a liz a  una etapa de difusión con un flu jo  de n i­
trógeno seco durante 10 minutos a 900SC. Luego se re a liz a  
l a  oxidación de la  superficie y una etapa de introducción 
simultáneamente pasando oxígeno húmedo sobre e l cuerpo en 
e l tubo de horno durante 150 minutos a 1.0003C y luego ha­
ciendo pasar oxigeno seco sobre e l cuerpo durante 10 minu­
tos a esta  temperatura. Esta difusión de boro re su lta .en  
la  formación de una parte 46 de la  región de base de a l ta  
re sis tiv id ad  (figuras 3 y 4) designada por P^, que está  ro­
deada dentro del cuerpo por l a  parte 32 p e rifé rica  de la  
región de base previamente formada. La parte 35 de la  jun­
tu ra  p-n entre la  parte 46 de la  región de base de tip o 'p  
de a l ta  re s is tiv id ad  y l a  capa ep itax ia l 22 de tipo n se 
extiende paralelamente a l a  superficie 23 a una profundi­
dad de 0,6 miorones de l a  misma. Esta parte de juntura 
p-n se une a la s  partes 34 y 35 y juntas constituyen la  
juntura base-colector del tra n s is to r . La parte de región 
de base p e rifé rica  más profunda se provee para obtener una 
tensión de ruptura a l ta  de la  juntura base-colector
Durante la  difusión se forma una parte 26 de la  capa a is ­
lan te  de aproximadamente 0,65 miorones de espesor sobre la  
parte de superficie expuesta que consiste en su mayor parte 
en óxido de s i l ic io .  También aumentan en un grado ligero  
la s  partes 25 y 24 de la  capa a is lan te  debido a la  capa de 
óxido de s i l ic io  que se forma sobre estas  partes.

El cuerpo de s i l ic io  es re tirado  del horno de d i­
fusión y se ap lica a l a  superficie una nueva capa de r e s i s t  
fotosensible de un m aterial comercialmente disponible como

„ 343342
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SHILPLEY. La capa es expuesta con la  ayuáa de una máscara 
óptica de modo que es expuesta a l a  radiación incidente 
un área rectangular de 100 micrones x 60 micrones que t ie ­
ne cuatro áreas rectangulares internas de 5 x 32 micrones. 
La p e rife r ia  externa del área de 100 micrones x 60 micro­
nes corresponde con la  p e rife ria  6.e la  abertura rectangu­
la r  previamente formada. La parte expuesta de la  capa os 
eliminada con un revelador de modo que se forma una aber­
tura rectangular de 100 micrones x 60 micrones con cuatro 
áreas rectangulares internas de 5 micrones x 32 micrones 
que quedan en l a  capa de r e s is t .  Se re a liz a  e l mordentado 
con e l mordente precedentemente mencionado para formar una 
abertura correspondiente en la  parte 26 de la  capa a islan ­
te para exponer una parte de superficie sobre el área co­
rrespondiente. El cuerpo de s il ic io  es colocado en mi hor­
no de difusión del tipo de tubo abierto que tiene una fuen­
te de boro que consiste en e l v idrio de trióxido de boro 
antes descrito . Se re a liz a  un proceso de difusión con una 
etapa de deposición con un flu jo  de nitrógeno seco durante 
40 minutos a 9003C, seguida por una primera etapa de in­
troducción con un flu jo  de oxígeno seco durante 15 minutos 
a 10503C. El cuerpo es luego re tirado  del horno de difu­
sión y colocado en otro tubo de difusión que tiene una co­
nexión a un conducto de evacuación en un extremo y dos de 
pósitos de líquido conectados con conexiones de derivación 
en e l otro extremo. Un depósito contiene te tra -e to x i-s ila -  
no (TEOS) y e l otro contiene ortofosfato trim etilico  (TLiP) 
estando ambos depósitos a temperatura, ambiente. El cuerpo 
es mantenido en el tubo de horno a 7503C y la  conexión del 
conducto de evacuación es aplicada con la  derivación para

27.1o.67
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el depósito de líquido TEOS ab ie rta  durante un período de 
80 minutos y durante un período intermedio de 40 minutos 
durante e l periodo to ta l  de 80 minutos, es ab ie rta  l a  deri­
vación para e l depósito de líquido TI.IP. Los vapores de los 
dos líquidos v o lá tile s  son térmicamente descompuestos en- 
e l tubo y se forma una capa de vidrio de s ilic a to  de fó sfo ­
ro sobre la  superficie del cuerpo por encima de la  capa de 
vidrio de óxido de s i l ic io  formada durante l a  precedente 
deposición y primera etapa de introducción. El cuerpo es 
posteriormente colocado de vuelta en un horno del tipo de 
tubo ab ierto  y se re a liz a  una segunda etapa de introducción 
con un flu jo  de oxígeno seco durante 15 minutos a 1050^0. 
Esto produce la  formación de una parte 37 de tipo p de ba­
ja  re s is tiv id ad  de l a  región de base (figura 5 y 6) que es­
tá  ubicada dentro de l a  parte 46 de tip o  p de a l ta  r e s i s t i ­
vidad de la  región de base previamente formada. El fren te  
de difusión de l a  última etapa de difusión de boro se ex­
tiende en e l cuerpo a una profundidad de 0,4 micrones d e s ­
de l a  superficie y es tá  indicado por la s  lín eas  punteadas 
48 en l a  figura  6. La concentración de boro en l a  superfi- 
cié de l a  parte 37 es de aproximadamente 10 átomo/cm .
Las figuras 5 y 6 muestran e l cuerpo semiconductor después 
de este proceso de difusión de boro y silano. La parte 37 
de baja re s is tiv id ad  de l a  región de base que forma una ma­
l l a  es e l cuerpo dentro de la  parte p e rifé rica  32 de la  re ­
gión de base es designada por Pg. Durante esta  etapa de d i­
fusión de boro y silano se forma una parte 27 de capa a is ­
lan te  que consiste en un vidrio  de s il ic a to  de fósforo so­
bre l a  parte de superficie expuesta y tiene un espesor de 
aproximadamente 0,35 micrones. El espe " '  n tes
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partes de la  capa a is lan te  (24, 25, 26) es aumentado tam­
bién en aproximadamente O, 35 micrones por una capa de v i­
drio de l a  composición mencionada.

El cuerpo de s i l ic io  es re tirado  de 1 horno de
difusión y se aplica a la  superficie una nueva capa de 
r e s i s t  fotosensible Shipley. La capa es expuesta con la  
ayuda de mía máscara óptica ta l  que son expuestas a l a  ra ­
diación incidente cuatro áreas rectangulares que se extien­
den paralelamente de 9 micrones x 36 micrones, que tienen 
una separación entre lados adyacentes de 11 micrones y ca­
da una de la s  cuales es tá  simétricamente dispuesto por en­
cima de una parte de l a  superficie hasta la  que so extien­
de l a  parte 46 de a l ta  re sis tiv id ad  de la  región de base.
Las partes expuestas'do la  capa de fo to re s is t son elimina 
das con un revelador de modo que se forman en la  capa de
fo to re s is t cuatro aberturas rectangulares de 9 micrones x 
36 micrones. Se rea liza  e l mordentado con e l móndente pre­
viamente mencionado para formar cuatro aberturas correspon­
dientes en la s  partes de capa a is lan te  (26, 27) y exponer 
cuatro partes de superficie de área correspondiente.

El cuerpo de s i l ic io  es colocado en una zona dé 
un horno de difusión de tubo del tipo  de dos zonas, conte­
niendo la  o tra zona pentóxido de fósforo que es mantenido 
a210SC. El cuerpo es calentado durante 15 minutos a 9709C 
con un flu jo  de nitrógeno seco sobre e l pentóxido de fós­
foro y luego sobre e l cuerpo. Durante este proceso de d i­
fusión se difunde fósforo en la s  cuatro partes de superfi­
cie expuestas para formar cuatro regiones óe emisor 29 de 
tipo  n (figuras 7 y 8) teniendo cada juntura emisor-base 
una parte 30 que se extiende paralelamente a la  superficie343342
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23 a una d istancia  de l a  misma de 0,35 micrones y una par­
te adyacente 31 que se extiende hasta la  superficie por de­
bajo de la  parte 26 de la  capa a is la n te . Durante l a  difu­
sión de fósforo, es fa c ili ta d a  la  difusión del boro en l a  
parte 37 de menor re s is tiv id ad  de la  región de base (Pg) 
en posiciones por debajo de l a  parte de superficie ex­
puesta, de modo que partes del fren te  de difusión de boro 
48 son hechas avanzar y l a  parte de menor re s is tiv id ad  de 
la  región de base es selectivamente hecha avanzar aun más 
en e l cuerpo. Las condiciones de difusión son ta le s  que 
l a  mejora de la  difusión del boro extiende esta  región en 
la s  partes ubicadas debajo de la  juntura emisor-base, com­
pletamente hasta l a  parte 35 de la  juntura colector-base 
previamente formada. Esto re su lta  en l a  formación de una 
primera parte 36 de a l ta  re s is tiv id ad  de l a  región de base 
(designada P^) ubicada debajo de una porción central de 
l a  parte 30 de una juntura emisor-base y una segunda parte 
37, circundante, externa de menor re s is tiv id ad  da l a  región 
de base (designada Pg) ubicada por debajo de una porción 
externa de l a  parte 30 de l a  juntura emisor-base y que se 
extiende en lo  demás hasta l a  superficie 23 por debajo de 
l a  parte 26 de la  capa a is la n te . Quedan también o tras cin­
co partes 38 de a l ta  re s is tiv id ad  de la  región de base (de­
signadas también por P^) de área rectangular.

La concentración superfic ia l de fósforo difundi- 
do es de 1 x 10 átomos/cm . Durante l a  difusión de fósfo­
ro se forc!a una capa muy delgada de vidrio  de s il ic a to  de 
fÓBforo sobre la s  cuatro partes de superficie expuestas.
El cuerpo de s il ic io  es re tirado  del horno y e l vidrio de 
s il ic a to  de fósforo es eliminado disolviéndolo en una solu-34334227.1o.67 -  24 -
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ción de ácido fluorhídrico diluido. El cuerpo es luego co­
locado en otro horno para efectuar un proceso de difusión 
de silano usando te tra -e to x i-s ilan o  (TEOS) siendo calenta­
do e l cuerpo a 7503C durante 40 minutos en la  atmósfera 
de TEOS. Esto re su lta  en la  deposición de una capa de vi­
drio 28 de óxido de s i l ic io  de 0,2 micrones de espesor 
en la s  partes de superficie re-expuestas y en la  deposi­
ción de 0,2 micrones de óxido de s i l ic io  sobre la s  res­
tantes partes de la  capa aislan te  (24, 25, 27).

Una nueva capa de re s is t  fotosensible ATFR es 
aplicada a la  superficie y con la  ayuda de una máscara 
óptica es expuesta de modo que son blindadas contra la  
radiación incidente cuatro áreas rectangulares de 5 micro­
nes x 32 micrones que se extienden paralelamente cada una 
de la s  cuales está  dispuesta simétricamente por encima del 
área de superficie ocupada por una región de emisor 29 y 
cinco áreas rectangulares que se extienden paralelamente de 
5 micrones x 36 micrones que se alternan con la s  otras cua­
tro  áreas y se extienden por encima del área de superficie 
ocupada por la  segunda pete 37 menor resis tiv id ad  de l a  re ­
gión de base. Las partes no expuestas de la  capa de re s is t  
son eliminadas con un revelador y se forman en la  capa de 
r e s i s t  cuatro aberturas de 5 micrones x 32 micrones y cin­
co aberturas de 5 micrones x 35 micrones. Se hacen abertu­
ras correspondientes en la s  partes de capa aislan te  23 y 26 
respectivamente, mordentando con e l mondante previamente 
mencionado. Posteriormente se eliminan las  partes de la  
capa de fo to re s is t.

Se evapora aluminio sobre la  superficie superior 
del cuerpo para formar una capa de 0,3 micrones de espesor543342

—
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que se extiende en la s  cuatro aberturas de 5 micrones x 32 

micrones, en la s  cinco aberturas de 5 micrones x 36 micro­
nes y sobre la s  partes de capa a is lan te  (28, 27, 25, 24).
La superficie de la  capa de aluminio es cubierta con una 
capa de una laca  fo tosensible comercialmente disponible 
como Kopierlac. La capa de laca es expuesta con l a  ayuda 
de una máscara óptica t a l  que son blindados contra l a  ra ­
diación incidente un trazado in terd ig itado  con un juego 
de dedos de 5 micrones de ancho que se extienden por en­
cima de la s  áreas de la s  aberturas de 5 micrones x 32 mi­
crones previamente formadas y otro juego de dedos de 5 

micrones de ancho que se extienden por encima de la s  áreas 
de la s  aberturas de 5 micrones x 36 micrones previamente 
for Riadas. Las partes expuestas de la  capa de laca  son lue­
go reveladas usando una solución débil de hidróxido de po­
ta s io . Las partes de l a  capa de aluminio no protegidas por 
la  capa de laca  son luego d isueltas en ácido ortofosfórico 
para producir un trazado electródico in terdig itado como se 
muestra en la s  figuras 9 y 10 que tienen un contacto óhmi- 
co de emisor que consiste en una capa de aluminio 40 con 
cuatro dedos que terminan en una superficie de unión 41 
de contacto emisor sobre la  parte de capa a is lan te  24 y 
un contacto óhmico de base que consiste en una capa de alu­
minio 43 con cuatro dedos que teminan en una superficie de 
unión 44 del contacto de base sobre la  parte 24 de l a  ca­
pa a is la n te . La laca  restan te  e s .d isu e lta  en acetona,

Posteriormente l a  rebanada de s i l ic io  es d iv id i­
da en una pluralidad de elementos tran s is to re s  separados.
El sustrato  de tipo R 4 es montado sobre una parte de cabe- 
zar de una envoltura. Luego seunen alambres por termooom-

3 4 3 3 4 2
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presión a la s  superficies de unión 41 y 44 y los otros ex 
iremos de los alambres son conectados a terminales sobre 
la  p e rife r ia  del cabezal. El tran s is to r os luego encapsu- 
lado sellando una parte del caequillo sobre e l cabezal.

La figura 11 es una v is ta  en planta de la  super­
f ic ie  de parte del cuerpo semiconductor de un tran s is to r 
planar de s il ic io  n-p-n de emisor múltiple de acuerdo con 
la  invención, que corresponde a una modificación de la  rea- 
liac ió n  de la s  figuras 9 y 10 y partes correspondientes es­
tán indicadas por los mismos números de referencia. En este 
tran s is to r e larea de la  parte in terna de la  región de base 
es aproximadamente tre s  veces la  de la  parte de región de 
base in terna en el tra n s is to r  previamente descrito y está 
ubicada dentro de una parte p e rifé rica  de tipo p profunda­
mente difundida, terminando la  parte 34 de la  juntura ba­
se-colector mostrada en líneas punteadas, en la  superficie 
por debajo de l a  parte de capa a is lan te  24. Los contactos 
de emisor y de base intedigitados consisten en tre s  unida 
des cada una de la s  cuales corresponde en tamaño a l del 
trazado de contactos del tra n s is to r  y previamente descri­
to. En cada unidad ex iste una parte 41 de contacto de emi­
sor de gran área y una parte 44 de contacto base de gran 
área, estando todos los dedos del contacto de base conec­
tados en común a la s  tre s  partes 44 en esta  realización.
La fabricación de este tran s is to r es sim ilar a la  fabrica­
ción del tran s is to r precedentemente descrito, usándose más­
caras adecuadamente agrandadas para la s  etapas de fo to tra ­
tamiento ,

Esta so lic itud  que corresponde a l a  presentada 
en Gran Bretaña, e l 25 de ju lio  de 1.966, con e l número

343342
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33425/ 66, se acoge a los beneficios del a rtícu lo  51 del 
vigente Estatuto sobre Propiedad In d u str ia l.

presentan para que sean objeto de e s ta  so lic itud  de.Paten­
te de Invención en España, por VEINTE años son lo s siguien­
tes:

1.-Un dispositivo tra n s is to r  que comprende un 
cuerpo o parte de cuerpo semiconductor principalmente de 
un tipo de conductividad en que es tá  ubicada una región de 
colector de dicho un tipo de conductividad una pluralidad 
de regiones de emisor difundidas de dicho un tipo  de conduc­
tiv idad que se extienden desde una superficie sustancial­
mente plana del cuerpo o parte de cuerpo y rodeadas dentro 
del cuerpo por una región de base difundida del tipo de 
conductividad opuesto, terminando la s  junturas emisor-base 
y. l a  juntura colector-base en dicha una superficie por de­
bajo de una capa a is lan te  protectora adherente, sobre d i­
cha una superficie, y contactos óhmicos en aberturas en la  
capa a is lan te  para la  pluralidad de regiones de emisor y 
la  región de base donde estas regiones se extienden hasta 
dicha una superficie, caracterizado porque l a  pluralidad 
de regiones de emisor es tá  rodeada dentro dél cuerpo por 
una parte in terna difundida de región de base del tipo de 
conductividad opuesto que se une y e s tá  rodeada dentro del

N O T A

Los puntos de invención propia y nueva que se
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cuerpo por una parte p e rifé rica  más profundamente difundi­
da del tipo de conductividad opuesto, estando ubicada la  
parte de l a  juntura base-colector entre l a  parte interna 
de región de base y l a  región de colector sustancialmente 
en paralelo con dicha una superficie, a una d istancia de 
l a  misma de como máximo 1 miorón, estando ubicada la  parte 
de l a  juntura base-colector que se extiende paralelamente 
entre dicha parte p e rifé rica  de la  región de base y la  re ­
gión de colector, a una d istancia de dicha una superficie 
de a l menos 2 miorones, consistiendo e l contacto óhmico 
para la s  regiones de emisor en una capa metálica que tiene 
una pluralidad de dedos cada uno de ellos situado en una 
abertura en l a  capa a is lan te  donde una región de emisor se 
extiende hasta dicha una superficie y en lo  demás se ex­
tiende sobre la  capa a islan te  en contacto común con los 
otros dedos, consistiendo e l contacto óhmico para la  parte 
de región de base en una capa metálica que tiene una plu­
ra lidad de dedos ubicados en una abertura o aberturas don­
de l a  parte in terna de la  región de base se extiende has­
ta  dicha una superficie e in terd ig itados con los dedos de 
l a  capa metálica del contacto de emisor.

2 .-  Un dispositivo tran s is to r de acuerdo con la  
reivindicación 1, caracterizado porque e l tran s is to r  com­
prende una pluralidad de regiones de emisor que, se extien­
den parale las, de área de superficie sustancialmente rec­
tangular, estando situados los dedos del contacto emisor 
en aberturas sustancialmente rectangulares en l a  capa a is ­
lan te  donde la s  regiones de emisor se extienden hasta d i­
cha una superficie y estando situados lo s dedos del contac­
to de base en aberturas sustancialmente rectangulares en
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la  capa a is lan te  donde l a  parte in terna de la  región de 
base ae extiende hasta di día una superficie entre la s  re ­
giones de emisor.

3 . -  Un dispositivo tra n s is to r  de acuerdo con 
la s  reivindicaciones 1 ó 2 caracterizado porque la  separa­
ción sobre dicha una superficie de lo s  bordes adyacentes 
de un dedo del contacto de base y una región de emisor
es como máximo 3 miorones.

4 . -  Un dispositivo tra n s is to r  de acuerdo con 
cualquiera de la s  reivindicaciones 1 a 3. caracterizado 
porque la  pluralidad de lo s  dedos de lo s  contaotos de emi­
sor y de base es tá  subdividida en una p luralidad de unida­
des separadas cada una de la s  cuales tiene una parte de 
contacto de gran.área situada sobre l a  capa a is lan te  conec­
tada a l a  pluralidad de dedos del contacto emisor de una 
unidad y una parte de contacto de gran área situada sobre 
lacapa a is lan te  conectada a la  p luralidad de dedos del con­
tacto  de base ín terd ig itados de una unidad.

5 . -  Un dispositivo tra n s is to r  de acuerdo con cual 
quiera de la s  reivindicaciones 1 a 4y caracterizado porque 
l a  parte in terna de región de base comprende una p lu ra li­
dad de primeras partes de a l ta  re s is tiv id ad  de región de 
base, cada una de la s  cuales está  ubicada por debajo de 
una porción centra l de l a  parte de una juntura emisor-base 
ubicada sustancialmente en paralelo con dicha una superfi­
cie y una segunda parte de menor re s is tiv id ad  de l a  región 
de base que rodea a la s  primeras partes de a l ta  r e s i s t iv i r  
dad de la  región de base que está  ubicada por debajo de 
la s  porciones externas de la s  partes de l a  juntura emisor- 
base ubicada sustancialmente en paralelo  a dicha una super-343342-  30 -



f ic ie  y se extiende en lo  demás hasta  dicha una superficie 
que tiene un contacto ohmioo sobre l a  misma.

6.  -  Un dispositivo tra n s is to r  de acuerdo con cual­
quiera de la s  reivindicaciones 1 a 5) caracterizado porque 
e l cuerpo o parte de cuerpo semiconductor es de s i l ic io .

7 . -  Un d ispositivo  tra n s is to r  de acuerdo con l a  
reiv indicación 6, caracterizado porque l a  capa a is lan te  
protectora adherente es de óxido de s i l ic io .

8.  -  Un dispositivo  tra n s is to r .
Tal y como se ha descrito  en l a  Memoria que an­

tecede, representado en los dibujos que se acompañan y pa­
ra  lo s  fin es que se han especificado.

Esta Memoria consta de tre in ta  y una hoja e sc r i­
ta  a máquina por una sola cara.

Madrid,
7 NN. 136*

543342
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